
グラフェンチャネルMOSFET 

バンド構造 

有効質量ゼロ 

研究テーマ: GFETに適した基本回路 (GFET作製は東北大) 
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グラフェンチャネルMOSFETの性能予測 
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擬似相補型回路 

GFETの問題点:  
両極性のためCMOS回路を構成できない。 

両極性が切り替わる電圧(Vth)を変えて、 
擬似相補化 
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